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Цель изучения дисциплины: изучение основных понятий теории 

надежности, физических моделей появления отказов, механизмов внезапных и 

постепенных отказов, влияния электростатических разрядов и ионизирующего 

излучения на надежность интегральных схем (ИС), механизмов развития отка-

зов ИС при этом и конструктивно-технологических методов повышения надеж-

ности ИС. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

– ознакомление студентов с основами теории надежности применительно 

к полупроводниковым изделиям, с физикой отказов, с требованиями ГОСТов 

по надежности транзисторов и интегральных микросхем;  

– освоение студентами последовательности и методов анализа отказав-

ших изделий;  

– практическое освоение студентами экспресс-анализа отказавших изде-

лий методом статистической обработки данных, методов расчета надежности 

интегральных микросхем, методов расчета тепловой деформации внутренних 

проводников, методов расчета тепловых параметров ИС. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-6: готовность к применению современных технологических процессов 

и технологического оборудования на этапах разработки и производства микро-

электронных приборов и устройств твердотельной электроники; 

ПК-7: способность идентифицировать новые области исследований, новые 

проблемы в сфере физики, проектирования, технологии изготовления и примене-

ния микроэлектронных приборов и устройств. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (з.е.): 5. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  экзамен 


